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(57)【要約】
【課題】有機発光素子の製造方法、これによって製造さ
れた有機発光素子、および前記有機発光素子を含む電子
装置を提供する。
【解決手段】本発明の有機発光素子の製造方法は、（ａ
）下部電極上に絶縁層を形成するステップと、（ｂ）前
記絶縁層をエッチングし、前記絶縁層の上面から前記下
部電極に至る開口部を形成するステップであり、最上側
周囲よりも最下側周囲が大きいオーバーハング（ｏｖｅ
ｒｈａｎｇ）構造が形成されるように開口部を形成する
ステップと、（ｃ）前記開口部内部の前記下部電極上部
面および前記オーバーハング構造を除いた前記絶縁層の
表面に導電層を形成するステップと、（ｄ）前記開口部
内部において、前記下部電極上部面に形成された前記導
電層上に有機物層を形成するステップと、（ｅ）前記絶
縁層の上部に位置した前記導電層の上部および前記有機
物層上部に上部電極を形成するステップとを含む。
【選択図】図１０
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　（ａ）下部電極上に絶縁層を形成するステップと、
　（ｂ）前記絶縁層をエッチングし、前記絶縁層の上面から前記下部電極に至る開口部を
形成するステップであり、最上側周囲よりも最下側周囲が大きいオーバーハング（ｏｖｅ
ｒｈａｎｇ）構造が形成されるように開口部を形成するステップと、
　（ｃ）前記開口部内部の前記下部電極上部面および前記オーバーハング構造を除いた前
記絶縁層の表面に導電層を形成するステップと、
　（ｄ）前記開口部内部において、前記下部電極上部面に形成された前記導電層上に有機
物層を形成するステップと、
　（ｅ）前記絶縁層の上部に位置した前記導電層の上部および前記有機物層上部に上部電
極を形成するステップと、
　を含むことを特徴とする有機発光素子の製造方法。
【請求項２】
　前記絶縁層はシリコン絶縁層であり、
　前記ｂ）ステップで、前記絶縁層のエッチングはドライエッチングであることを特徴と
する、請求項１に記載の有機発光素子の製造方法。
【請求項３】
　前記シリコン絶縁層は、非晶質シリコンで形成することを特徴とする、請求項２に記載
の有機発光素子の製造方法。
【請求項４】
　前記（ｂ）ステップでは、前記シリコン絶縁層の上部面のうちで前記開口部を形成する
ためのドライエッチング領域を除いた領域にフォトレジストをパターニングし、前記ドラ
イエッチング領域をドライエッチングした後、前記フォトレジストを除去して前記開口部
を形成することを特徴とする、請求項２に記載の有機発光素子の製造方法。
【請求項５】
　前記（ｂ）ステップで、前記シリコン絶縁層は、Ｃｌ２、ＢＣｌ３、ＨＢｒ、ＮＦ３、
ＣＦ４、およびＳＦ６のうちから選択された１種以上のガスとＨｅ、Ｏ２、およびＨ２の
うちから選択された１種以上のガスを混合した混合ガス、またはＣｌ２、ＢＣｌ３、ＨＢ
ｒ、ＮＦ３、ＣＦ４、およびＳＦ６のうちから選択された１種以上のガスでドライエッチ
ングされることを特徴とする、請求項２に記載の有機発光素子の製造方法。
【請求項６】
　前記（ａ）ステップの前に前記下部電極上に酸化膜を形成するステップと、
　前記（ｂ）ステップで、前記シリコン絶縁層をドライエッチングした後、前記酸化膜を
ドライエッチングするステップと、
　をさらに含むことを特徴とする、請求項２に記載の有機発光素子の製造方法。
【請求項７】
　前記酸化膜は、ＳｉＯ２、ＴｉＯ２、ＺｒＯ２、ＨｆＯ２、およびＴａ２Ｏ５のうちの
いずれか１つで形成されることを特徴とする、請求項６に記載の有機発光素子の製造方法
。
【請求項８】
　前記酸化膜は、ＣＦ４、ＣＨＦ３、ＮＦ３、ＳＦ６、ＢＣｌ３、およびＨＢｒのうちか
ら選択された１種以上のガスとＨｅ、Ｏ２、およびＨ２のうちから選択された１種以上の
ガスを混合した混合ガス、またはＣＦ４、ＣＨＦ３、ＮＦ３、ＳＦ６、ＢＣｌ３、および
ＨＢｒのうちから選択された１種以上のガスでドライエッチングされることを特徴とする
、請求項６に記載の有機発光素子の製造方法。
【請求項９】
　前記絶縁層は、前記下部電極上に形成された下部絶縁層および前記下部絶縁層上に形成
されて前記下部絶縁層よりもエッチング速度が遅い上部絶縁層を含み、
　前記ｂ）ステップでは、前記上部絶縁層と前記下部絶縁層をエッチングし、前記上部絶
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縁層から前記下部絶縁層を経て前記下部電極に至る前記開口部を形成するステップであり
、前記開口部のうちで前記上部絶縁層に形成された上部開口部の周囲よりも前記下部絶縁
層に形成された下部開口部の周囲が大きい前記オーバーハング構造が形成されるように前
記開口部を形成することを特徴とする、請求項１に記載の有機発光素子の製造方法。
【請求項１０】
　前記下部絶縁層は、ＳｉＯＮ、非晶質Ａｌ２Ｏ３、およびＳｉＯ２のうちから選択され
たいずれか１つで形成し、前記上部絶縁層は、Ｓｉ３Ｎ４で形成することを特徴とする、
請求項９に記載の有機発光素子の製造方法。
【請求項１１】
　前記（ｂ）ステップでは、前記上部絶縁層をドライエッチングして前記上部開口部を形
成した後、前記上部絶縁層と前記下部絶縁層がエッチング溶液によってエッチングされる
エッチング速度が互いに異なることを利用して前記下部絶縁層をウエットエッチングする
ことにより、前記上部開口部の周囲よりも前記下部開口部の周囲が大きい前記オーバーハ
ング構造を形成することを特徴とする、請求項９に記載の有機発光素子の製造方法。
【請求項１２】
　前記（ｂ）ステップでは、前記上部絶縁層と前記下部絶縁層をドライエッチングした後
、前記上部絶縁層と前記下部絶縁層がエッチング溶液によってエッチングされるエッチン
グ速度が互いに異なることを利用して前記下部絶縁層をウエットエッチングすることによ
り、前記上部開口部の周囲よりも前記下部開口部の周囲が大きい前記オーバーハング構造
を形成することを特徴とする、請求項９に記載の有機発光素子の製造方法。
【請求項１３】
　前記（ｂ）ステップで、ドライエッチング時のエッチングガスは、ＣＨＦ３ガス、Ｏ２

ガス、およびＣＦ４ガスが混合した混合ガス、またはＯ２ガス、Ｈ２ガス、およびＨｅガ
スのうちから選択された１つ以上のガスとＣＦ４ガスの混合ガス、またはＣＦ４ガス、Ｃ
ＨＦ３ガス、Ｃ２Ｆ６ガス、Ｃ３Ｆ８ガス、ＳＦ６ガス、およびＮＦ３ガスのうちから選
択された１種以上のガスであることを特徴とする、請求項１１または１２に記載の有機発
光素子の製造方法。
【請求項１４】
　前記エッチング溶液は、フッ酸（ＨＦ）、ＢＯＥ（ｂｕｆｆｅｒｅｄ　ｏｘｉｄｅ　ｅ
ｔｃｈａｎｔ）、およびＢＨＦ（Ｂｕｆｆｅｒｅｄ　ＨＦ　ｓｏｌｕｔｉｏｎ）のうちか
ら選択された１つ以上であることを特徴とする、請求項１１または１２に記載の有機発光
素子の製造方法。
【請求項１５】
　前記（ｂ）ステップでは、前記上部絶縁層と前記下部絶縁層がエッチング溶液によって
エッチングされるエッチング速度が互いに異なることを利用して前記上部絶縁層と前記下
部絶縁層をすべてウエットエッチングすることにより、前記上部開口部の周囲よりも前記
下部開口部の周囲が大きい前記オーバーハング構造を形成することを特徴とする、請求項
９に記載の有機発光素子の製造方法。
【請求項１６】
　前記上部絶縁層はリン酸（Ｈ３ＰＯ４）でウエットエッチングし、前記下部絶縁層はフ
ッ酸（ＨＦ）でウエットエッチングすることを特徴とする、請求項１５に記載の有機発光
素子の製造方法。
【請求項１７】
　前記オーバーハング構造は、前記下部開口部の中心から前記下部絶縁層の内側に向かっ
て陥没した湾曲面を含むことを特徴とする、請求項９に記載の有機発光素子の製造方法。
【請求項１８】
　前記（ｃ）ステップで、前記導電層は、マグネシウム、カルシウム、ナトリウム、カリ
ウム、チタニウム、インジウム、イットリウム、リチウム、ガドリニウム、アルミニウム
、銀、スズ、鉛、およびこれらの合金からなる金属グループから選択された１つ以上また
は導電性を有する有機物質で形成されることを特徴とする、請求項２または９に記載の有
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機発光素子の製造方法。
【請求項１９】
　下部電極と、
　前記下部電極上に形成され、前記下部電極の板面に対して垂直な方向に形成された開口
部を有する絶縁層であり、前記開口部の最上側周囲よりも最下側周囲が大きいオーバーハ
ング（ｏｖｅｒｈａｎｇ）構造が形成された絶縁層と、
　前記開口部内部の前記下部電極上部面および前記オーバーハング構造を除いた前記絶縁
層の表面に形成された導電層と、
　前記開口部内部において、前記下部電極上部面に形成された前記導電層上に形成された
有機物層と、
　前記絶縁層の上部に位置した前記導電層の上部および前記有機物層上部に形成された上
部電極と、
　を含むことを特徴とする有機発光素子。
【請求項２０】
　前記絶縁層は、シリコン絶縁層であることを特徴とする、請求項１９に記載の有機発光
素子。
【請求項２１】
　前記シリコン絶縁層は、非晶質シリコンで形成されたことを特徴とする、請求項２０に
記載の有機発光素子。
【請求項２２】
　前記下部電極と前記シリコン絶縁層の間に形成された酸化膜をさらに含むことを特徴と
する、請求項２０に記載の有機発光素子。
【請求項２３】
　前記酸化膜は、ＳｉＯ２、ＴｉＯ２、ＺｒＯ２、ＨｆＯ２、およびＴａ２Ｏ５のうちの
いずれか１つで形成されることを特徴とする、請求項２２に記載の有機発光素子。
【請求項２４】
　前記オーバーハング構造が形成された前記絶縁層は、前記下部電極上に形成された下部
絶縁層および前記下部絶縁層上に形成された上部絶縁層を含み、
　前記オーバーハング構造が形成されるように、前記開口部は、前記下部絶縁層に形成さ
れた下部開口部および前記下部開口部と連通するように前記上部絶縁層に形成され、前記
下部開口部の周囲よりも小さい周囲を有する上部開口部を含むことを特徴とする、請求項
１９に記載の有機発光素子。
【請求項２５】
　前記下部絶縁層は、ＳｉＯＮ、非晶質Ａｌ２Ｏ３、およびＳｉＯ２のうちから選択され
たいずれか１つで形成され、前記上部絶縁層は、Ｓｉ３Ｎ４で形成されたことを特徴とす
る、請求項２４に記載の有機発光素子。
【請求項２６】
　前記オーバーハング構造は、前記下部開口部の中心から前記下部絶縁層の内側に向かっ
て陥没した湾曲面を含むことを特徴とする請求項２４に記載の有機発光素子。
【請求項２７】
　前記下部絶縁層と前記上部絶縁層は、エッチング溶液によってエッチングされるエッチ
ング速度が互いに異なり、
　前記下部絶縁層は、前記上部絶縁層よりもエッチング速度が速いことを特徴とする、請
求項２４に記載の有機発光素子。
【請求項２８】
　前記オーバーハング構造は、前記上部絶縁層と前記下部絶縁層をすべてウエットエッチ
ングして形成されたことを特徴とする、請求項２４に記載の有機発光素子。
【請求項２９】
　前記上部絶縁層のウエットエッチングに用いられたエッチング溶液はリン酸（Ｈ３ＰＯ

４）であり、前記下部絶縁層のウエットエッチングに用いられたエッチング溶液はフッ酸
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（ＨＦ）であることを特徴とする、請求項２８に記載の有機発光素子。
【請求項３０】
　前記オーバーハング構造は、前記上部絶縁層をドライエッチングした後、前記下部絶縁
層をエッチング溶液でウエットエッチングして形成されたことを特徴とする、請求項２４
に記載の有機発光素子。
【請求項３１】
　前記オーバーハング構造は、前記上部絶縁層と前記下部絶縁層をドライエッチングした
後、前記下部絶縁層をエッチング溶液でウエットエッチングして形成されたことを特徴と
する、請求項２４に記載の有機発光素子。
【請求項３２】
　前記ドライエッチングに用いられるエッチングガスは、ＣＨＦ３ガス、Ｏ２ガス、およ
びＣＦ４ガスが混合した混合ガス、またはＯ２ガス、Ｈ２ガス、およびＨｅガスのうちか
ら選択された１つ以上のガスとＣＦ４ガスの混合ガス、またはＣＦ４ガス、ＣＨＦ３ガス
、Ｃ２Ｆ６ガス、Ｃ３Ｆ８ガス、ＳＦ６ガス、およびＮＦ３ガスのうちから選択された１
種以上のガスであることを特徴とする、請求項３０または３１に記載の有機発光素子。
【請求項３３】
　前記エッチング溶液は、フッ酸（ＨＦ）、ＢＯＥ（ｂｕｆｆｅｒｅｄ　ｏｘｉｄｅ　ｅ
ｔｃｈａｎｔ）、およびＢＨＦ（Ｂｕｆｆｅｒｅｄ　ＨＦ　ｓｏｌｕｔｉｏｎ）のうちか
ら選択された１つ以上であることを特徴とする、請求項３０または３１に記載の有機発光
素子。
【請求項３４】
　前記導電層は、マグネシウム、カルシウム、ナトリウム、カリウム、チタニウム、イン
ジウム、イットリウム、リチウム、ガドリニウム、アルミニウム、銀、スズ、鉛、および
これらの合金からなる金属グループから選択された１つ以上または導電性を有する有機物
質で形成されることを特徴とする、請求項２０または２４に記載の有機発光素子。
【請求項３５】
　請求項２０または２４に係る有機発光素子を含むことを特徴とする電子装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、導電層を含む有機発光素子において、導電層の表面方向に沿って漏洩電流が
流れることを防ぐことができるオーバーハング（ｏｖｅｒｈａｎｇ）構造を有する有機発
光素子の製造方法、これによって製造された有機発光素子、および前記有機発光素子を含
む電子装置に関する。
【０００２】
　本出願は、２００６年７月２５日にそれぞれ韓国特許庁に提出された韓国特許第１０－
２００６－００６９９７８号公報および第１０－２００６－００６９９７９号公報の出願
日の利益を主張し、その内容の全ては本明細書に含まれる。
【背景技術】
【０００３】
　有機発光現象を用いる有機発光素子は、低電圧で高輝度の実現が可能であるという長所
のために各種照明装置にその適用が活発であり、さらに低電圧駆動、軽量薄型、広視野角
、そして高速応答などの長所によってディスプレイ装置にその適用が活発である。
【０００４】
　有機発光現象とは、有機物質を用いて電気エネルギーを光エネルギーに転換させる現象
を言う。すなわち、陽極と陰極の間に有機物層を位置させたとき、２つの電極の間に電圧
をかけるようになれば、陽極では正孔が、陰極では電子が有機物層に注入されるようにな
る。この注入された正孔と電子が出会ったときに励起子（ｅｘｃｉｔｏｎ）が形成され、
この励起子が再び基底状態に落ちたときに光が出るようになる。
【０００５】
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　従来の有機発光素子は、図１に示すように、基板（図示せず）と、基板（図示せず）上
に形成された下部電極２００と、下部電極２００上に形成され、実質的な発光面積である
開口部３０１が形成された絶縁層３００と、開口部３０１内部から下部電極２００の上部
面と絶縁層３００の全領域に渡って形成された導電層５００と、開口部３０１内部に位置
した導電層５００の上部面に形成された有機物層（図示せず）と、絶縁層３００の上部面
に形成された導電層５００の上部面と有機物層（図示せず）の上部面に形成された上部電
極（図示せず）とを含む。
【０００６】
　ここで、開口部３０１の１つが１つの発光ピクセルを形成するようになり、下部電極２
００上には同じ形態で多数の発光ピクセルが形成されている。
【０００７】
　しかしながら、従来の有機発光素子の場合は、有機発光素子の駆動のために電源を印加
すれば、図１に示すように矢印方向に漏洩電流が流れるようになる。すなわち、導電層５
００の表面方向に沿って漏洩電流が流れるようになり、この漏洩電流が隣接する他の発光
ピクセルに流入し、任意に他の発光ピクセルを点灯させるようになるという問題点がある
。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００８】
【特許文献１】韓国特許第１０－２００２－３０２５号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　本発明は、導電層を含む有機発光素子において、導電層の表面方向に沿って漏洩電流が
流れることを防ぐことができるオーバーハング（ｏｖｅｒｈａｎｇ）構造を有する有機発
光素子の製造方法、これによって製造された有機発光素子、および前記有機発光素子を含
む電子装置を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　前記目的を達成するために、本発明の１つの実施状態は、（ａ）下部電極上に絶縁層を
形成するステップと、（ｂ）前記絶縁層をエッチングし、前記絶縁層の上面から前記下部
電極に至る開口部を形成するステップであり、最上側周囲よりも最下側周囲が大きいオー
バーハング（ｏｖｅｒｈａｎｇ）構造が形成されるように開口部を形成するステップと、
（ｃ）前記開口部内部の前記下部電極上部面および前記オーバーハング構造を除いた前記
絶縁層の表面に導電層を形成するステップと（ｄ）前記開口部内部において、前記下部電
極上部面に形成された前記導電層上に有機物層を形成するステップと、（ｅ）前記絶縁層
の上部に位置した前記導電層の上部および前記有機物層上部に上部電極を形成するステッ
プとを含むことを特徴とする有機発光素子の製造方法を提供する。
【００１１】
　本発明の他の１つの実施状態は、下部電極と、前記下部電極上に形成され、前記下部電
極の板面に対して垂直な方向に形成された開口部を有する絶縁層であって、前記開口部の
最上側周囲よりも最下側周囲が大きいオーバーハング（ｏｖｅｒｈａｎｇ）構造が形成さ
れた絶縁層と、前記開口部内部の前記下部電極上部面および前記オーバーハング構造を除
いた前記絶縁層の表面に形成された導電層と、前記開口部内部において、前記下部電極上
部面に形成された前記導電層上に形成された有機物層と、前記絶縁層の上部に位置した前
記導電層の上部および前記有機物層上部に形成された上部電極とを含むことを特徴とする
有機発光素子を提供する。
【００１２】
　本発明のさらに他の１つの実施状態は、前記有機発光素子を含む電子装置を提供する。
【発明の効果】
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【００１３】
　本発明によれば、従来導電層表面方向に流れる漏洩電流の移動経路を断絶させることに
よって、漏洩電流が導電層表面方向に沿って隣接する他の発光ピクセルに流入して任意に
他の発光ピクセルを点灯させることを防ぐことができるようになる。
　また、オーバーハング構造を形成するためのエッチング工程が迅速かつ単純であり、オ
ーバーハング構造の大きさを容易に制御できるようになる。
【図面の簡単な説明】
【００１４】
【図１】従来の有機発光素子の断面図である。
【図２】本発明の第１実施例に係る有機発光素子の製造工程図である。
【図３】本発明の第１実施例に係る有機発光素子の製造工程図である。
【図４】本発明の第１実施例に係る有機発光素子の製造工程図である。
【図５】本発明の第１実施例に係る有機発光素子の製造工程図である。
【図６】本発明の第１実施例に係る有機発光素子の製造工程図である。
【図７】本発明の第１実施例に係る有機発光素子の製造工程図である。
【図８】本発明の第１実施例に係る有機発光素子の製造工程図である。
【図９】本発明の第１実施例に係る有機発光素子の製造工程図である。
【図１０】本発明の第１実施例に係る有機発光素子の製造工程図である。
【図１１】本発明の第２実施例に係る有機発光素子の断面図である。
【図１２】第２実施例に係る有機発光素子の製造工程図である。
【図１３】第２実施例に係る有機発光素子の製造工程図である。
【図１４】第２実施例に係る有機発光素子の製造工程図である。
【図１５】第２実施例に係る有機発光素子の製造工程図である。
【図１６】第２実施例に係る有機発光素子の製造工程図である。
【図１７】第２実施例に係る有機発光素子の製造工程図である。
【図１８】第２実施例に係る有機発光素子の製造工程図である。
【図１９】図１４に対応し、図１４とドライエッチング領域を異にした例を示す図である
。
【発明を実施するための形態】
【００１５】
　以下、本発明について詳しく説明する。
　本発明の１つの実施状態として、有機発光素子の製造方法は、本発明の１つの（ａ）下
部電極上に絶縁層を形成するステップと、（ｂ）前記絶縁層をエッチングし、前記絶縁層
の上面から前記下部電極に至る開口部を形成するステップであり、最上側周囲よりも最下
側周囲が大きいオーバーハング（ｏｖｅｒｈａｎｇ）構造が形成されるように開口部を形
成するステップと、（ｃ）前記開口部内部の前記下部電極上部面および前記オーバーハン
グ構造を除いた前記絶縁層の表面に導電層を形成するステップと、（ｄ）前記開口部内部
において、前記下部電極上部面に形成された前記導電層上に有機物層を形成するステップ
と、（ｅ）前記絶縁層の上部に位置した前記導電層の上部および前記有機物層上部に上部
電極を形成するステップとを含む。
【００１６】
　以下では、本発明の第１実施例に係る有機発光素子の製造方法について説明する。
【００１７】
　本発明の第１実施例に係る有機発光素子の製造方法において、前記絶縁層はシリコン絶
縁層であり得る。これにより、本発明の第１実施例に係る有機発光素子の製造方法におい
て、前記（ｂ）ステップは、前記シリコン絶縁層をドライエッチングし、前記シリコン絶
縁層の上面から前記下部電極に至る開口部を形成するステップであり、最上側周囲よりも
最下側周囲が大きいオーバーハング構造が形成されるように開口部を形成するようになる
。
【００１８】
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　ここで、前記（ａ）ステップの前に、基板上に下部電極を形成するステップをさらに含
むことができ、下部電極そのものが基板の役割を兼ねることができる。
【００１９】
　前記基板上に前記下部電極を形成するステップは、当技術分野において周知の方法で実
行することができる。例えば、（ｉ）基板上に下部電極のための薄膜を蒸着するステップ
と、（ｉｉ）前記薄膜をパターニングして前記基板上に下部電極を形成するステップとの
ように実行することができる。
【００２０】
　前記（ｉ）ステップで用いられる基板は、透明なプラスチックで形成されることもでき
るし、金、銀、およびアルミニウムとこれらの合金のような金属で形成されることもでき
る。
【００２１】
　下部電極にパターニングされる薄膜は、マグネシウム、カルシウム、ナトリウム、カリ
ウム、チタニウム、インジウム、イットリウム、リチウム、ガドリニウム、アルミニウム
、銀、スズ、および鉛のような金属またはこれらの合金で形成されることもできるし、イ
ンジウムスズ酸化物（ＩＴＯ：Ｉｎｄｉｕｍ　Ｔｉｎ　Ｏｘｉｄｅ）、インジウム亜鉛酸
化物（ＩＺＯ：Ｉｎｄｉｕｍ　Ｚｉｎｃ　Ｏｘｉｄｅ）、および亜鉛酸化物（ＺｎＯ）な
どのような透明導電性酸化物（Ｔｒａｎｓｐａｒｅｎｔ　Ｃｏｎｄｕｃｔｉｎｇ　Ｏｘｉ
ｄｅ）で形成されることもできる。本発明が逆（ｉｎｖｅｒｔｅｄ）構造の有機発光素子
に適用される場合、下部電極は上述した金属で形成される。
【００２２】
　下部電極のための薄膜形成は、スパッタリング法、熱蒸着（ｔｈｅｒｍａｌ　ｅｖａｐ
ｏｒａｔｉｏｎ）法、原子層蒸着（Ａｔｏｍｉｃ　ｌａｙｅｒ　ｄｅｐｏｓｉｔｉｏｎ）
法、化学蒸着（Ｃｈｅｍｉｃａｌ　ｖａｐｏｒｄｅｐｏｓｉｔｉｏｎ）、法および電子ビ
ーム蒸着（ｅ－ｂｅａｍ　ｅｖａｐｏｒａｔｉｏｎ）法など当技術分野において周知の電
極形成方法を用いることができる。
【００２３】
　前記（ｉｉ）ステップでは、レジストパターンをマスクにして前記薄膜をウエットエッ
チングまたはドライエッチングしてパターニングすることによって、下部電極を形成する
ことができる。ここで、用いられるレジストパターンは、リソグラフィ（ｌｉｔｈｏｇｒ
ａｐｈｙ）法によって形成されることができる。
【００２４】
　また、基板上に下部電極を形成するステップと前記（ａ）ステップの間、すなわち前記
下部電極上にシリコン絶縁層を形成する前に、前記下部電極上に酸化膜を形成するステッ
プをさらに含むことができる。
【００２５】
　酸化膜は、前記（ｂ）ステップでシリコン絶縁層をドライエッチングするときに下部電
極を保護する役割と、シリコン絶縁層をドライエッチングするときに発生する後述するノ
ッチ（ｎｏｔｃｈ）現象を増大させる役割をする。
【００２６】
　酸化膜は、酸化シリコン（ＳｉＯ２）で形成することができる。また、前記酸化膜とし
ては、絶縁膜の材料として用いられるＴｉＯ２、ＺｒＯ２、ＨｆＯ２、Ｔａ２Ｏ５などの
遷移金属酸化物を用いることができる。
【００２７】
　ここで、ＰＥＣＶＤ（Ｐｌａｓｍａ　Ｅｎｈａｎｃｅｄ　Ｃｈｅｍｉｃａｌ　Ｖａｐｏ
ｒ　Ｄｅｐｏｓｉｔｉｏｎ）、熱蒸着（ｔｈｅｒｍａｌ　ｅｖａｐｏｒａｔｉｏｎ）法、
原子層蒸着（Ａｔｏｍｉｃ　ｌａｙｅｒ　ｄｅｐｏｓｉｔｉｏｎ）法、化学蒸着（Ｃｈｅ
ｍｉｃａｌ　ｖａｐｏｒ　ｄｅｐｏｓｉｔｉｏｎ）法、および電子ビーム蒸着（ｅ－ｂｅ
ａｍｅ　ｖａｐｏｒａｔｉｏｎ）法など当技術分野において周知の方法を用いて前記酸化
膜を形成することができる。
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【００２８】
　前記（ａ）ステップでは、下部電極上に前記シリコン絶縁層を形成する。
【００２９】
　前記シリコン絶縁層は、発光ピクセル（ＲＧＢ）がそれぞれ個別に動作するように発光
ピクセル（ＲＧＢ）それぞれを電気的に断絶させる役割をする。
【００３０】
　前記シリコン絶縁層は、非晶質シリコン（Ａｍｏｒｐｈｏｕｓ　Ｓｉｌｉｃｏｎ）また
は多結晶シリコン（Ｐｏｌｙｃｒｙｓｔａｌｌｉｎｅ　Ｓｉｌｉｃｏｎ）で形成すること
ができる。
【００３１】
　ここで、ＰＥＣＶＤ（Ｐｌａｓｍａ　Ｅｎｈａｎｃｅｄ　Ｃｈｅｍｉｃａｌ　Ｖａｐｏ
ｒ　Ｄｅｐｏｓｉｔｉｏｎ）、熱蒸着（ｔｈｅｒｍａｌ　ｅｖａｐｏｒａｔｉｏｎ）法、
原子層蒸着（Ａｔｏｍｉｃ　ｌａｙｅｒ　ｄｅｐｏｓｉｔｉｏｎ）法、化学蒸着（Ｃｈｅ
ｍｉｃａｌ　ｖａｐｏｒ　ｄｅｐｏｓｉｔｉｏｎ）法、および電子ビーム蒸着（ｅ－ｂｅ
ａｍｅ　ｖａｐｏｒａｔｉｏｎ）法など当技術分野において周知の方法を用いて前記シリ
コン絶縁層を形成することができる。
【００３２】
　前記（ｂ）ステップでは、前記シリコン絶縁層をドライエッチングし、前記シリコン絶
縁層の上面から前記下部電極に至る開口部（発光面積）を形成する。
【００３３】
　このような開口部を形成する方法の一例としては、前記シリコン絶縁層の上部面のうち
で前記開口部を形成するためのドライエッチング領域を除いた領域にフォトレジストをパ
ターニングし、前記ドライエッチング領域をドライエッチングした後、前記フォトレジス
トを除去して前記開口部を形成することができる。
【００３４】
　前記シリコン絶縁層をドライエッチングするようになれば、前記下部電極と隣接した前
記シリコン絶縁層の下部領域に最上側周囲よりも最下側周囲が大きいオーバーハング（ｏ
ｖｅｒｈａｎｇ）構造が形成されながら開口部が形成される。
【００３５】
　前記シリコン絶縁層をドライエッチングするときのエッチングガスとしては、Ｃｌ２、
ＢＣｌ３、ＨＢｒ、ＮＦ３、ＣＦ４、およびＳＦ６のうちから選択された１種以上のガス
とＨｅ、Ｏ２、およびＨ２のうちから選択された１種以上のガスを混合した混合ガス、ま
たはＣｌ２、ＢＣｌ３、ＨＢｒ、ＮＦ３、ＣＦ４、およびＳＦ６のうちから選択された１
種以上のガスを用いることができる。前記シリコン絶縁層をドライエッチングするときに
はＣｌ２ガスを用いることが好ましく、Ｃｌ２ガス使用時のエッチング条件は、圧力５０
０ｍＴｏｒｒ、パワー　３００Ｗ、Ｃｌ２の流量１００ｓｃｃｍであることが好ましい。
【００３６】
　前記（ｂ）ステップで開口部を形成するためにシリコン絶縁層をエッチングする場合、
ノッチ（ｎｏｔｃｈ）現象が発生するようになり、このノッチ現象を用いて前記オーバー
ハング構造を誘導できるようになる。
【００３７】
　ノッチ現象は、ドライエッチング工程、例えばプラズマドライエッチング工程の間に発
生した陽イオンが下部電極上に蓄積（ｃｈａｒｇｉｎｇ）し、蓄積された陽イオンによっ
てプラズマは直進性を失って側面に曲がるようになることにより、シリコン絶縁層の下部
領域にオーバーハング構造を形成するようになる。
【００３８】
　一方、下部電極とシリコン絶縁層の間に、シリコン絶縁層をドライエッチングするとき
に下部電極を保護する役割と、シリコン絶縁層をドライエッチングするときに発生する後
述するノッチ（ｎｏｔｃｈ）現象を増大する役割をする酸化膜が形成されている場合、プ
ラズマドライエッチング工程の間に発生した陽イオンが下部電極上の酸化膜に蓄積（ｃｈ
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ａｒｇｉｎｇ）し、蓄積された陽イオンによってプラズマは直進性を失って側面に曲がる
ようになることにより、シリコン絶縁層の下部領域にオーバーハング構造を形成するよう
になる（図５参照）。
【００３９】
　前記（ｂ）ステップは、このように下部電極とシリコン絶縁層の間に酸化膜が形成され
た場合、前記シリコン絶縁層をドライエッチングした後に、前記酸化膜をドライエッチン
グするステップをさらに含むことができる。
【００４０】
　前記酸化膜をドライエッチングするとき、ＣＦ４、ＣＨＦ３、ＮＦ３、ＳＦ６、ＢＣｌ

３、およびＨＢｒのうちから選択された１種以上のガスとＨｅ、Ｏ２、およびＨ２のうち
から選択された１種以上のガスを混合した混合ガス、またはＣＦ４、ＣＨＦ３、ＮＦ３、
ＳＦ６、ＢＣｌ３、およびＨＢｒのうちから選択された１種以上のガスを用いることがで
きる。
【００４１】
　前記酸化膜をドライエッチングするときにはＣＦ４を用いることが好ましく、ＣＦ４ガ
ス使用の時のエッチング条件は、圧力５０ｍＴｏｒｒ、パワー　１２００Ｗ、ＣＨＦ３の
流量７０ｓｃｃｍ、Ｏ２の流量５０ｓｃｃｍであることが好ましい。前記酸化膜が遷移金
属酸化物である場合、エッチングガスとしてＢＣｌ３、ＨＢｒを用いることが好ましく、
ＢＣｌ３使用時の条件は、圧力５００ｍＴｏｒｒ、パワー　３００Ｗ、ＢＣｌ３の流量１
００ｓｃｃｍ、Ｈｅ８０ｓｃｃｍであることが好ましい。
【００４２】
　また、前記酸化膜をドライエッチングするステップ後、開口部を形成するためにシリコ
ン絶縁層上部に形成した前記フォトレジストを除去することもできる。
【００４３】
　前記（ｃ）ステップは、前記開口部内部の前記下部電極上部と前記シリコン絶縁層に導
電層を形成する。
【００４４】
　導電層は、下部電極の表面に酸化膜が形成されて電子の移動が阻害されることを防ごう
と導電性物質を蒸着して形成する。
【００４５】
　ここで、導電性物質としては、金属または導電性が優れた有機物を用いることが好まし
い。
【００４６】
　例えば、下部電極がアルミニウムである場合、下部および上部絶縁層エッチング後また
は大気中の露出によって自然酸化膜が形成されるため電子注入が妨害され、動作電圧が上
昇して発光効率が急激に低下する現象が発生する場合がある。この問題を改善するために
、金属または導電性が優れた有機物を下部電極上を含んで上部絶縁層上まで全領域に渡っ
て蒸着する。
【００４７】
　蒸着可能な金属は、マグネシウム、カルシウム、ナトリウム、カリウム、チタニウム、
インジウム、イットリウム、リチウム、ガドリニウム、アルミニウム、銀、スズ、および
鉛のような金属またはこれらの合金を例示することができる。
【００４８】
　導電性が優れた有機物としては、通常、電子注入層（ＥＩＬ）、正孔注入層（ＨＩＬ）
を形成するために用いられる物質が用いられることもできるし、電子輸送層（ＥＴＬ）と
電子注入層または正孔輸送層（ＨＴＬ）と正孔注入層との複合物を用いることもできる。
【００４９】
　逆（ｉｎｖｅｒｔｅｄ）構造の有機発光体の製作時に電子注入層として用いられるアル
カリ金属、アルカリ土金属、またはこれらの混合物で導電層を形成することもできるし、
正構造の製作時に正孔注入層として用いられる下記の化学式１（韓国特許出願第１０－２
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００２－３０２５）の化合物（ヘキサニトリルヘキサアザトリフェニレン、ＨＡＴ）で導
電層を形成することもできる。
【００５０】
（化学式１）
【化１】

【００５１】
　また、電子注入層として用いられるＬｉＦ、ＣｓＦ、ＣａＦ２、ＭｇＦ２などのアルカ
リ金属、土金属フッ化物類および金属で導電層を形成することもできるし、正孔注入層と
して用いられるＣｕＰｃ（Ｃｏｐｐｅｒ　ｐｈｔｈａｌｏｃｙａｎｉｎｅ）で導電層を形
成することもできる。
【００５２】
　前記（ｄ）ステップでは、前記開口部内部において、前記下部電極上部に位置した導電
層上に有機物層を形成する。
【００５３】
　例えば、蒸着マスクを用いて真空蒸着法で前記開口部の内部に有機物層を形成すること
もできるし、スピンコーティング、ディップコーティング、ドクターブレーディング、ス
クリーンプリンティング、インクジェットプリンティング、または熱転写法などを用いる
こともできる。
【００５４】
　このような、有機物層は単層で構成されることもできるが、２層以上、例えば正孔注入
層、正孔伝達層、発光層、および電子伝達層で構成されることもできる。
【００５５】
　前記（ｅ）ステップでは、前記シリコン絶縁層上部に位置した導電層上部と前記有機物
層上部に上部電極を形成する。
【００５６】
　例えば、スパッタリング法、熱蒸着（ｔｈｅｒｍａｌ　ｅｖａｐｏｒａｔｉｏｎ）法、
原子層蒸着（Ａｔｏｍｉｃ　ｌａｙｅｒ　ｄｅｐｏｓｉｔｉｏｎ）法、化学蒸着（Ｃｈｅ
ｍｉｃａｌ　ｖａｐｏｒ　ｄｅｐｏｓｉｔｉｏｎ）法、および電子ビーム蒸着（ｅ－ｂｅ
ａｍｅ　ｖａｐｏｒａｔｉｏｎ）法など当技術分野において周知の方法を用いて前記上部
電極を形成することができる。
【００５７】
　ここで、上部電極は、インジウムスズ酸化物（ＩＴＯ：Ｉｎｄｉｕｍ　Ｔｉｎ　Ｏｘｉ
ｄｅ）、インジウム亜鉛酸化物（ＩＺＯ：Ｉｎｄｉｕｍ　Ｚｉｎｃ　Ｏｘｉｄｅ）、およ
び亜鉛酸化物（ＺｎＯ）などのような透明導電性酸化物（Ｔｒａｎｓｐａｒｅｎｔ　Ｃｏ
ｎｄｕｃｔｉｎｇ　Ｏｘｉｄｅ）で形成されることもできるし、マグネシウム、カルシウ
ム、ナトリウム、カリウム、チタニウム、インジウム、イットリウム、リチウム、ガドリ
ニウム、アルミニウム、銀、スズ、および鉛のような金属またはこれらの合金で形成され
ることもできる。本発明が逆（ｉｎｖｅｒｔｅｄ）構造の有機発光素子に適用される場合
、上部電極は透明なインジウムスズ酸化物（ＩＴＯ：Ｉｎｄｉｕｍ　Ｔｉｎ　Ｏｘｉｄｅ
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）で形成される。
【００５８】
　このように、本発明の第１実施例に係る有機発光素子の製造方法によれば、シリコン絶
縁層をドライエッチングするときに発生するノッチ現象を用い、下部電極と隣接した前記
シリコン絶縁層の下部領域に前記開口部の最上側周囲よりも最下側周囲が大きいオーバー
ハング（ｏｖｅｒｈａｎｇ）構造が形成されることにより、導電層の表面方向に沿って流
れる漏洩電流の移動経路（図１の矢印参照）を断絶させることができ、漏洩電流が隣接す
る他の発光ピクセルに流入して任意に他の発光ピクセルを点灯させることを防ぐことがで
きるようになる。また、オーバーハング構造を形成するためのエッチング工程が迅速かつ
単純であり、オーバーハング構造の大きさを容易に制御できるようになる。
【００５９】
　一方、本発明の他の１つの実施状態として、有機発光素子は、下部電極と、前記下部電
極上に形成され、前記下部電極の板面に対して垂直な方向に形成された開口部を有する絶
縁層であり、前記開口部の最上側周囲よりも最下側周囲が大きいオーバーハング（ｏｖｅ
ｒｈａｎｇ）構造が形成された絶縁層と、前記開口部内部の前記下部電極上部面および前
記オーバーハング構造を除いた前記絶縁層の表面に形成された導電層と、前記開口部内部
において、前記下部電極上部面に形成された前記導電層上に形成された有機物層と、前記
絶縁層の上部に位置した前記導電層の上部および前記有機物層上部に形成された上部電極
とを含む。
【００６０】
　ここで、本発明の第１実施例に係る有機発光素子は、下部電極と、前記下部電極上に形
成され、前記下部電極の板面に対して垂直な方向に形成された開口部を有するシリコン絶
縁層であり、前記開口部の最上側周囲よりも最下側周囲が大きいオーバーハング（ｏｖｅ
ｒｈａｎｇ）構造が形成されたシリコン絶縁層と、前記開口部内部の前記下部電極上部と
前記シリコン絶縁層に形成された導電層と、前記開口部内部で前記下部電極上部に位置し
た導電層上に形成された有機物層と、前記シリコン絶縁層の上部に位置した導電層上部と
前記有機物層上部に形成された上部電極とを含む。
【００６１】
　一方、本発明のさらに他の１つの実施状態として、電子装置は、本発明に係る有機発光
素子を含むことができる。前記電子装置は、例えば各種ディスプレイ装置であり得るが、
これに限定されるものではない。
【００６２】
　以下では、添付の図面を参照しながら、本発明の第１実施例に係る有機発光素子および
この製造方法について詳しく説明する。
【００６３】
　本発明の第１実施例に係る有機発光素子は、図７および図１０に示すように、基板（図
示せず）と、基板上に形成された下部電極２０と、下部電極２０上に形成されたシリコン
絶縁層４０と、シリコン絶縁層４０の上部面から下部電極２０に至る開口部３２ａ、３２
ｂと、開口部３２ａ、３２ｂ内部の下部電極２０上部とシリコン絶縁層４０に形成された
導電層５０ａ、５０ｂと、開口部３２ａ、３２ｂ内部で下部電極２０上部に形成された導
電層５０ａ上に形成された有機物層６０と、導電層５０ｂ上部と有機物層６０上部に形成
された上部電極７０とを含む。また、下部電極２０とシリコン絶縁層４０の間に形成され
た酸化膜３０をさらに含むことができる。
【００６４】
　下部電極２０は、金属で形成された陰極であり、上部電極７０は、透明なインジウムス
ズ酸化物（ＩＴＯ：Ｉｎｄｉｕｍ　Ｔｉｎ　Ｏｘｉｄｅ）で形成された陽極である。
【００６５】
　導電層５０ａ、５０ｂは、開口部３２ａ、３２ｂの内部で下部電極２０上に形成された
第１導電層５０ａと、シリコン絶縁層４０の上部面とシリコン絶縁層４０の開口部３２ａ
、３２ｂの上部領域３２ａ周囲面上に形成された第２導電層５０ｂとを含む。
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【００６６】
　有機物層６０は、開口部３２ａ、３２ｂ内で第１導電層５０ａ上に形成されており、図
１０に具体的に示してはいないが、正孔注入層、正孔伝達層、発光層、および電子伝達層
で構成されることができる。
【００６７】
　シリコン絶縁層４０と酸化膜３０には、シリコン絶縁層４０から酸化膜３０を経て下部
電極２０に至る開口部３２ａ、３２ｂが形成されている。
【００６８】
　酸化膜３０と隣接したシリコン絶縁層４０の下部領域には、開口部３２ａ、３２ｂの最
上側周囲よりも最下側周囲が大きいオーバーハング（ｏｖｅｒｈａｎｇ）構造３１が形成
されている。このオーバーハング構造３１によって、開口部３２ａ、３２ｂの上部領域３
２ａ周囲よりも下部領域３２ｂの周囲が大きい形態を帯びるようになる。
【００６９】
　本発明の第１実施例に係る有機発光素子の製造方法は、図２～図１０に示すように、（
ａ）下部電極２０上にシリコン絶縁層４０を形成するステップと、（ｂ）シリコン絶縁層
４０をドライエッチングし、シリコン絶縁層４０の上面から下部電極２０に至る開口部３
２ａ、３２ｂを形成するステップであり、最上側周囲よりも最下側周囲が大きいオーバー
ハング（ｏｖｅｒｈａｎｇ）構造３１が形成されるように開口部３２ａ、３２ｂを形成す
るステップと、（ｃ）開口部３２ａ、３２ｂ内部の下部電極２０上部とシリコン絶縁層４
０に導電層５０ａ、５０ｂを形成するステップと、（ｄ）開口部３２ａ、３２ｂ内部で下
部電極２０上部に形成された第１導電層５０ａ上に有機物層６０を形成するステップと、
（ｅ）第２導電層５０ｂ上部と有機物層６０上部に上部電極７０を形成するステップとを
含む。
【００７０】
　また、前記（ａ）ステップの前に、下部電極２０上に酸化膜３０を形成するステップと
、前記（ｂ）ステップでシリコン絶縁層４０をドライエッチングした後に、酸化膜３０を
ドライエッチングするステップをさらに含むことができる。
【００７１】
　図２に示すように、下部電極２０上に酸化シリコン（ＳｉＯ２）で酸化膜３０を形成す
るようになる。
【００７２】
　（ａ）ステップでは、図３に示すように、酸化膜３０上に非晶質シリコンでシリコン絶
縁層４０を形成する。
【００７３】
　図４に示すように、シリコン絶縁層４０の上部面のうちで前記開口部３２ａ、３２ｂを
形成するためのドライエッチング領域を除いた領域にフォトレジスト８０をパターニング
する。
【００７４】
　（ｂ）ステップでは、フォトレジスト８０をマスクにしてシリコン絶縁層４０をＣｌ２

ガスでドライエッチングするようになれば、図５に示すように、シリコン絶縁層４０の下
部領域にはオーバーハング構造３１が形成される。
【００７５】
　図６に示すように、次に酸化膜３０をＣＦ４ガスでドライエッチングした後、フォトレ
ジスト８０を除去するようになれば、図７に示すように、シリコン絶縁層４０から酸化膜
３０を経て下部電極２０に至る開口部３２ａ、３２ｂが形成される。
【００７６】
　（ｃ）ステップでは、導電層５０ａ、５０ｂを形成するために、図７に示す状態で上部
から金属材質または導電性を有する有機物質を蒸着するようになれば、図８に示すように
、開口部３２ａ、３２ｂ内部で下部電極２０上部面、シリコン絶縁層４０の上部面、およ
びシリコン絶縁層４０のうちで開口部３２ａ、３２ｂの上部領域３２ａ周囲面にのみ導電



(14) JP 2012-195302 A 2012.10.11

10

20

30

40

50

層５０ａ、５０ｂが形成される。
【００７７】
　シリコン絶縁層４０にオーバーハング構造３１が形成されていることにより、開口部３
２ａ、３２ｂ内部から下部電極２０上部面に形成された第１導電層５０ａと開口部３２ａ
、３２ｂの上部領域３２ａの周囲面を含んだシリコン絶縁層４０の上部面に形成された第
２導電層５０ｂが断絶されるように形成される。
【００７８】
　（ｄ）ステップでは、図９に示すように、開口部３２ａ、３２ｂ内部で下部電極２０上
部に形成された第１導電層５０ａ上に有機物層６０を形成する。
【００７９】
　（ｅ）ステップでは、図１０に示すように、第２導電層５０ｂ上部と有機物層６０上部
に上部電極７０を形成する。
【００８０】
　このように、上述した製造方法によれば、下部電極２０上に配置されるシリコン絶縁層
４０をドライエッチングするときに発生するノッチ現象を用いてオーバーハング（ｏｖｅ
ｒｈａｎｇ）構造（３１）を形成することができるため、従来導電層５００の表面方向に
流れる漏洩電流の移動経路（図１の矢印参照）を断絶できることにより、漏洩電流が導電
層５０ａ、５０ｂの表面方向に沿って隣接する他の発光ピクセルに流入して任意に他の発
光ピクセルを点灯させることを防ぐことができるようになる。
【００８１】
　また、オーバーハング構造を形成するためのエッチング工程が迅速かつ単純であり、オ
ーバーハング構造の大きさを容易に制御できるようになる。
【００８２】
　以下では、本発明の第２実施例に係る有機発光素子の製造方法について説明する。
【００８３】
　本発明の第２実施例に係る有機発光素子の製造方法において、前記絶縁層は、前記下部
電極上に形成された下部絶縁層と、前記下部絶縁層上に形成されて前記下部絶縁層よりも
エッチング速度が遅い上部絶縁層とを含むことができる。
【００８４】
　これにより、本発明の第２実施例に係る有機発光素子の製造方法は、（ａ）下部電極上
に前記下部絶縁層を形成し、前記下部絶縁層上に前記下部絶縁層よりもエッチング速度が
遅い前記上部絶縁層を形成するステップと、（ｂ）前記上部絶縁層と前記下部絶縁層をエ
ッチングし、前記上部絶縁層から前記下部絶縁層を経て前記下部電極に至る開口部を形成
するステップであり、前記開口部のうちで前記上部絶縁層に形成された上部開口部の周囲
よりも前記下部絶縁層に形成された下部開口部の周囲が大きいオーバーハング（ｏｖｅｒ
ｈａｎｇ）構造が形成されるように前記開口部を形成するステップと、（ｃ）前記開口部
内部の前記下部電極上部面と前記上部絶縁層に導電層を形成するステップと、（ｄ）前記
開口部内部で前記下部電極上部に形成された導電層上に有機物層を形成するステップと、
（ｅ）前記上部絶縁層上部に形成された導電層上部と前記有機物層上部に上部電極を形成
するステップとを含む。
【００８５】
　ここで、前記（ａ）ステップの前に、基板上に下部電極を形成するステップをさらに含
むことができ、このステップの具体的な内容は、本発明の第１実施例で説明したとおりで
ある。
【００８６】
　前記（ａ）ステップでは、下部電極上に下部絶縁層を形成する。
【００８７】
　下部電極の電子注入を容易にするために金属または導電性を有する有機物を用いて前記
（ｃ）ステップで導電層を形成するとき、下部絶縁層は、導電層の表面方向に沿って流れ
る漏洩電流を遮断させる役割をする。
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【００８８】
　下部絶縁層は、上部絶縁層よりもエッチング溶液によってエッチングされるエッチング
速度が速い酸化シリコン（ＳｉＯ２）で形成することが好ましい。この他にも、ＳｉＯＮ
、非晶質Ａｌ２Ｏ３を用いて下部絶縁層を形成することができる。
【００８９】
　ここで、ＰＥＣＶＤ（Ｐｌａｓｍａ　Ｅｎｈａｎｃｅｄ　Ｃｈｅｍｉｃａｌ　Ｖａｐｏ
ｒ　Ｄｅｐｏｓｉｔｉｏｎ）、熱蒸着（ｔｈｅｒｍａｌ　ｅｖａｐｏｒａｔｉｏｎ）法、
原子層蒸着（Ａｔｏｍｉｃ　ｌａｙｅｒ　ｄｅｐｏｓｉｔｉｏｎ）法、化学蒸着（Ｃｈｅ
ｍｉｃａｌ　ｖａｐｏｒ　ｄｅｐｏｓｉｔｉｏｎ）法、および電子ビーム蒸着（ｅ－ｂｅ
ａｍｅ　ｖａｐｏｒａｔｉｏｎ）法など当技術分野において周知の方法を用いて前記下部
絶縁層を形成することができる。
【００９０】
　前記（ａ）ステップでは、前記下部絶縁層上に上部絶縁層を形成する。
【００９１】
　上述した下部絶縁層および上部絶縁層は、発光ピクセル（ＲＧＢ）がそれぞれ個別に動
作するように発光ピクセル（ＲＧＢ）それぞれを電気的に断絶させる役割をする。
【００９２】
　上部絶縁層は、下部絶縁層よりもエッチング溶液によってエッチングされるエッチング
速度が低下するＳｉ３Ｎ４で形成されることが好ましい。
【００９３】
　ここで、ＰＥＣＶＤ（Ｐｌａｓｍａ　Ｅｎｈａｎｃｅｄ　Ｃｈｅｍｉｃａｌ　Ｖａｐｏ
ｒ　Ｄｅｐｏｓｉｔｉｏｎ）、熱蒸着（ｔｈｅｒｍａｌ　ｅｖａｐｏｒａｔｉｏｎ）法、
原子層蒸着（Ａｔｏｍｉｃ　ｌａｙｅｒ　ｄｅｐｏｓｉｔｉｏｎ）法、化学蒸着（Ｃｈｅ
ｍｉｃａｌ　ｖａｐｏｒ　ｄｅｐｏｓｉｔｉｏｎ）法、および電子ビーム蒸着（ｅ－ｂｅ
ａｍｅ　ｖａｐｏｒａｔｉｏｎ）法など当技術分野において周知の方法を用いて前記上部
絶縁層を形成することができる。
【００９４】
　前記（ｂ）ステップでは、前記上部絶縁層と前記下部絶縁層をエッチングし、前記上部
絶縁層から前記下部絶縁層を経て前記下部電極に至る開口部を形成する。
【００９５】
　前記（ｂ）ステップでは、エッチングによって前記上部絶縁層から前記下部絶縁層を経
て前記下部電極に至る開口部（発光面積）を形成するようになるが、このとき、前記開口
部のうちで前記上部絶縁層に形成された上部開口部の周囲よりも前記下部絶縁層に形成さ
れた下部開口部の周囲が大きいオーバーハング（ｏｖｅｒｈａｎｇ）構造が形成され、導
電層の表面方向に漏洩電流が流れることを防ぐ。
【００９６】
　具体的に説明すれば、前記上部絶縁層をまずドライエッチングした後、前記上部絶縁層
と前記下部絶縁層がエッチング溶液によってエッチングされるエッチング速度が互いに異
なることを利用して前記下部絶縁層をウエットエッチングするようになる。
【００９７】
　または、前記上部絶縁層と前記下部絶縁層をまずドライエッチングした後、前記上部絶
縁層と前記下部絶縁層がエッチング溶液によってエッチングされるエッチング速度が互い
に異なることを利用して前記下部絶縁層をウエットエッチングすることもできる。
【００９８】
　上述したドライエッチングは、等方性エッチング方法であり、上部絶縁層をエッチング
ガスでエッチングすることができる。
【００９９】
　例えば、上部絶縁層上にリソグラフィ（ｌｉｔｈｏｇｒａｐｈｙ）法によって形成され
たレジストパターンをマスクにしてＣＦ４にＯ２を混合したエッチングガスでエッチング
することができる。
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【０１００】
　ここで、ドライエッチング条件として、圧力５ｍＴｏｒｒ、ＩＣＰ　パワー　４００Ｗ
、ｂｉａｓ　パワー　１００Ｗ、ＣＦ４の流量４５ｓｃｃｍ（ｓｔａｎｄａｒｄ　ｃｕｂ
ｉｃ　ｃｅｎｔｉｍｅｔｅｒ　ｐｅｒ　ｍｉｎｕｔｅｓ）、Ｏ２の流量５ｓｃｃｍである
ことが好ましい。
【０１０１】
　また、エッチングガスとしては、ＣＨＦ３ガス、Ｏ２ガス、およびＣＦ４ガスが混合し
た混合ガス、またはＯ２ガス、Ｈ２ガス、およびＨｅガスのうちから選択された１つ以上
のガスとＣＦ４ガスの混合ガス、またはＣＦ４ガス、ＣＨＦ３ガス、Ｃ２Ｆ６ガス、Ｃ３

Ｆ８ガス、ＳＦ６ガス、およびＮＦ３ガスのうちから選択された１種以上のガスを用いる
ことができる。例えば、混合ガスとしては、ＣＦ４＋Ｈ２、およびＣＦ４＋Ｈｅなどを用
いることもできる。
【０１０２】
　上述したウエットエッチング方法は、異方性エッチング方法であり、前記下部絶縁層が
前記上部絶縁層よりもエッチング溶液によってエッチングされるエッチング速度が速いこ
とを利用してエッチング溶液でエッチングするようになれば、前記上部絶縁層に形成され
た上部開口部の周囲よりも前記下部絶縁層に形成された下部開口部の周囲が大きいオーバ
ーハング（ｏｖｅｒｈａｎｇ）構造が形成される。
【０１０３】
　ここで、エッチング溶液としては、フッ酸（ＨＦ）、ＢＯＥ（ｂｕｆｆｅｒｅｄ　ｏｘ
ｉｄｅ　ｅｔｃｈａｎｔ）、およびＢＨＦ（Ｂｕｆｆｅｒｅｄ　ＨＦ　ｓｏｌｕｔｉｏｎ
）などを用いることができる。
【０１０４】
　このように形成されたオーバーハング構造は、前記下部絶縁層のエッチングされた面の
形態として湾曲面を含むことが好ましい。
【０１０５】
　このとき、下部絶縁層の高さは２０～５０ｎｍであることが好ましく、湾曲面の両頂点
を直線で連結した長さをオーバーハング構造の深さとしたとき、オーバーハング構造の深
さは２０～５０ｎｍであることが好ましい。また、オーバーハング構造の湾曲面は、基板
の上部面に対して３０ないし４５度の傾斜角度を有するように形成されることが好ましい
。
【０１０６】
　一方、上述したように、オーバーハング構造を形成するためにドライエッチングした後
にウエットエッチングをすることもできるが、２度ともウエットエッチングをすることも
できる。例えば、上部絶縁層はリン酸（Ｈ３ＰＯ４）でウエットエッチングし、下部絶縁
層はフッ酸（ＨＦ）でウエットエッチングすることができる。
【０１０７】
　前記（ｃ）ステップでは、前記開口部内部の前記下部電極上部面と前記上部絶縁層に導
電層を形成する。このステップの具体的な内容は、本発明の第１実施例で説明したとおり
である。
【０１０８】
　前記（ｄ）ステップでは、前記開口部内部から前記下部電極上部に形成された導電層上
に有機物層を形成する。このステップの具体的な内容は、本発明の第１実施例で説明した
とおりである。
【０１０９】
　前記（ｅ）ステップでは、前記上部絶縁層上部に形成された導電層上部と前記有機物層
上部に上部電極を形成する。このステップの具体的な内容は、本発明の第１実施例で説明
したとおりである。
【０１１０】
　このように、本発明の第２実施例に係る有機発光素子の製造方法によれば、上部および
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下部絶縁層から下部電極に至る開口部のうち、上部絶縁層に形成された上部開口部の周囲
よりも前記下部絶縁層に形成された下部開口部の周囲が大きいオーバーハング（ｏｖｅｒ
ｈａｎｇ）構造が形成されることにより、導電層の表面方向に沿って流れる漏洩電流の移
動経路（図１の矢印参照）を断絶させることができ、漏洩電流が隣接する他の発光ピクセ
ルに流入して任意に他の発光ピクセルを点灯させることを防ぐことができるようになる。
【０１１１】
　本発明の第２実施例に係る有機発光素子は、下部電極と、前記下部電極上に形成され、
下部開口部が形成された下部絶縁層と、前記下部絶縁層上に形成され、前記下部開口部と
連通して前記下部開口部の周囲もより小さい周囲を有する上部開口部を有して前記下部絶
縁層と共にオーバーハング（ｏｖｅｒｈａｎｇ）構造を形成する上部絶縁層と、前記下部
開口部内部の前記下部電極上部面と前記上部絶縁層に形成された導電層と、前記下部開口
部内部から前記下部電極上部に形成された導電層上に形成された有機物層と、前記上部絶
縁層上部に形成された導電層上部と前記有機物層上部に形成された上部電極とを含む。
【０１１２】
　以下では、添付の図面を参照しながら、本発明の第２実施例に係る有機発光素子および
この製造方法について詳しく説明する。
【０１１３】
　本発明の第２実施例に係る有機発光素子は、図１１および図１６に示すように、基板（
図示せず）と、基板（図示せず）上に形成された下部電極１２０と、下部電極１２０上に
形成され、下部開口部１３２ａが形成された下部絶縁層１３０と、下部絶縁層１３０上に
形成され、下部開口部１３２ａと連通して下部開口部１３２ａの周囲よりも小さい周囲を
有する上部開口部１３２ｂを有して下部絶縁層１３０と共にオーバーハング（ｏｖｅｒｈ
ａｎｇ）構造１３１を形成する上部絶縁層１４０と、下部開口部１３２ａ内部の下部電極
１２０上部面と上部絶縁層１４０に形成された導電層１５０ａ、１５０ｂと、下部開口部
１３２ａ内部で下部電極１２０上部に形成された導電層１５０ａ上に形成された有機物層
１６０と、上部絶縁層１４０上部に形成された導電層５０ｂの上部と有機物層１６０上部
に形成された上部電極１７０とを含む。
【０１１４】
　基板は、透明なプラスチックで形成されることもでき、金、銀、およびアルミニウムと
これらの合金のような金属で形成されることもできる。
【０１１５】
　下部電極１２０は、金属に形成された陰極であり、上部電極１７０は、透明なインジウ
ムスズ酸化物（ＩＴＯ：Ｉｎｄｉｕｍ　Ｔｉｎ　Ｏｘｉｄｅ）で形成された陽極である。
【０１１６】
　導電層１５０は、開口部１３２ａ、１３２ｂの内部で下部電極１２０上に形成された第
１導電層１５０ａと、上部絶縁層１４０の上部面と上部絶縁層１４０の上部開口部１３２
ｂ周囲面上に形成された第２導電層１５０ｂとを含む。
【０１１７】
　ここで、導電層は、金属材質または導電性が優れた有機物を用いて形成することが好ま
しい。
【０１１８】
　有機物層１６０は、開口部１３２ａ、１３２ｂ内で第１導電層１５０ａ上に形成されて
おり、図１１に具体的に示してはいないが、正孔注入層、正孔伝達層、発光層、および電
子伝達層で構成されることができる。
【０１１９】
　絶縁層１３０、１４０は、下部電極１２０上に形成された下部絶縁層１３０と、下部絶
縁層１３０上に形成された上部絶縁層１４０と、上部絶縁層１４０から下部絶縁層１３０
を経て下部電極１２０に至る開口部１３２ａ、１３２ｂとを有する。
【０１２０】
　下部絶縁層１３０は、上部絶縁層１４０がエッチング溶液によってエッチングされるエ
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ッチングの速度よりも速いエッチング速度を有する酸化シリコン（ＳｉＯ２）で形成され
、上部絶縁層１４０は、下部絶縁層１３０よりもエッチング速度が低下する窒化シリコン
（Ｓｉ３Ｎ４）で形成される。
【０１２１】
　開口部１３２ａ、１３２ｂは、下部絶縁層１３０に形成された下部開口部１３２ａと、
下部開口部１３２ａよりも小さい周囲を有して上部絶縁層１４０に形成された上部開口部
１３２ｂとを含む。
【０１２２】
　また、開口部１３２ａ、１３２ｂのうちで上部絶縁層１４０に形成された上部開口部１
３２ｂの周囲よりも下部絶縁層１３０に形成された下部開口部１３２ａの周囲が大きいオ
ーバーハング構造１３１が形成されている。オーバーハング構造１３１において、下部開
口部１３２ａの周囲が上部開口部１３２ｂの周囲よりも大きいように開口部１３２ａ、１
３２ｂの中心から下部絶縁層１３０の内側にエッチングされた面は湾曲面形態である。
【０１２３】
　本発明の第２実施例に係る有機発光素子の製造方法は、図１２～図１９に示すように、
（ａ）下部電極１２０上に下部絶縁層１３０を形成し、下部絶縁層１３０上に下部絶縁層
１３０よりもエッチング速度が遅い上部絶縁層１４０を形成するステップと、（ｂ）上部
絶縁層１４０と下部絶縁層１３０をエッチングし、上部絶縁層１４０から下部絶縁層１３
０を貫通して下部電極１２０に至る開口部１３２ａ、１３２ｂを形成するステップと、（
ｃ）開口部１３２ａ、１３２ｂの下部電極１２０上部面と上部絶縁層１４０に導電層１５
０ａ、１５０ｂを形成するステップと、（ｄ）開口部１３２ａ、１３２ｂ内部で下部電極
１２０上部に形成された導電層１５０ａ上に有機物層１６０を形成するステップと、（ｅ
）上部絶縁層１４０上部に形成された導電層１５０ｂ上部と有機物１６０層上部に上部電
極１７０を形成するステップとを含む。
【０１２４】
　基板上に下部電極１２０のための薄膜を蒸着し、薄膜をパターニングして基板上に下部
電極１２０を形成する過程の図は省略した。
【０１２５】
　図１２に示すように、前記（ａ）ステップでは、下部電極１２０上に酸化シリコン（Ｓ
ｉＯ２）で下部絶縁層１３０を形成する。
【０１２６】
　図１３に示すように、（ａ）ステップでは、下部絶縁層１３０上に下部絶縁層１３０よ
りもエッチング速度が低下した窒化シリコン（Ｓｉ３Ｎ４）で上部絶縁層１４０を形成す
る。
【０１２７】
　前記（ｂ）ステップでは、上部絶縁層１４０と下部絶縁層１３０をエッチングし、上部
絶縁層１４０から下部絶縁層１３０を経て下部電極１２０に至る開口部１３２ａ、１３２
ｂを形成する。
【０１２８】
　具体的に説明すれば、上部絶縁層１４０上に形成されたレジストパターン（図示せず）
をマスクにしてＣＦ４にＯ２を混合したエッチングガスで、図１４に示すように、上部絶
縁層１４０と下部絶縁層１３０をまずドライエッチングする。
【０１２９】
　また、上部絶縁層１４０と下部絶縁層１３０がエッチング溶液によってエッチングされ
るエッチング速度が互いに異なることを利用して下部絶縁層１３０をウエットエッチング
するようになれば、図１５に示すように、開口部１３２ａ、１３２ｂのうちで上部絶縁層
１４０に形成された上部開口部１３２ｂの周囲よりも下部絶縁層１３０に形成された下部
開口部１３２ａの周囲が大きいオーバーハング構造が形成される。
【０１３０】
　または、図１９に示すように、上部絶縁層１４０をまずドライエッチングした後、上部
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絶縁層１４０と下部絶縁層１３０がエッチング溶液によってエッチングされるエッチング
速度が互いに異なることを利用して下部絶縁層１３０をウエットエッチングし、オーバー
ハング（ｏｖｅｒｈａｎｇ）構造を形成することもできる。
【０１３１】
　前記（ｃ）ステップでは、図１５に示す状態で上部から金属材質または導電性を有する
有機物質を蒸着するようになれば、図１６に示すように、開口部１３２ａ、１３２ｂ内部
で下部電極１２０上部面と、上部絶縁層１４０の上部面、上部絶縁層１４０のうちで上部
開口部１３２ｂの周囲面にのみ導電層１５０ａ、１５０ｂが形成される。
【０１３２】
　オーバーハング構造１３１が形成されていることにより、開口部１３２ａ、１３２ｂ内
部で下部電極１２０上部面に形成された第１導電層１５０ａと上部開口部１３２ｂの周囲
面を含んだ上部絶縁層１４０の上部面に形成された第２導電層１５０ｂが断絶するように
形成される。
【０１３３】
　前記（ｄ）ステップでは、図１７に示すように、開口部１３２ａ、１３２ｂ内部で下部
電極１２０上部に形成された第１導電層１５０ａ上に有機物層１６０を形成する。
【０１３４】
　前記（ｅ）ステップでは、図１８に示すように、第２導電層１５０ｂ上部と有機物層１
６０上部に上部電極１７０を形成する。
【０１３５】
　このように、上述した第２実施例に係る有機発光素子の製造方法によれば、開口部１３
２ａ、１３２ｂのうちで上部絶縁層１４０に形成された上部開口部１３２ｂの周囲よりも
下部絶縁層１３０に形成された下部開口部１３２ａの周囲が大きいオーバーハング１３１
が形成されることによって、従来導電層５００の表面方向に流れる漏洩電流の移動経路（
図１の矢印参照）を断絶させることができ、漏洩電流が導電層１５０ａ、１５０ｂの表面
方向に沿って隣接する他の発光ピクセルに流入して任意に他の発光ピクセルを点灯させる
ことを防ぐことができるようになる。
【符号の説明】
【０１３６】
　　２００　下部電極
　　３００　絶縁層
　　３０１　開口部
　　５００　導電層
　　２０　下部電極
　　３０　酸化膜
　　３１　オーバーハング（ｏｖｅｒｈａｎｇ）構造
　　４０　シリコン絶縁層
　　３２ａ、３２ｂ　開口部
　　５０ａ、５０ｂ　導電層
　　６０　有機物層
　　７０　上部電極
　　８０　フォトレジスト
　　１２０　下部電極
　　１３０　下部絶縁層
　　１３１　オーバーハング構造
　　１３２ａ　下部開口部
　　１３２ｂ　上部開口部
　　１４０　上部絶縁層
　　１５０、１５０ａ、１５０ｂ　導電層
　　１６０　有機物層
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　　１７０　上部電極

【図１】
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【図１０】
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【図１２】

【図１３】
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【図１６】

【図１７】

【図１８】

【図１９】



(23) JP 2012-195302 A 2012.10.11

10

フロントページの続き

(72)発明者  ジェ－スン・イ
            大韓民国・デジョン・メトロポリタン・シティー・３０６－０４０・デドク－グ・ソンチョン－ド
            ン・（番地なし）・スンビ・マウル・２－ダンジ・アパート・２０８－１６０４
(72)発明者  ジュン－ブン・キム
            大韓民国・デジョン・メトロポリタン・シティー・３０２－１２０・ソ－グ・ドゥンサン－ドン・
            （番地なし）・アヌスヴィル・＃１１３３
Ｆターム(参考) 3K107 AA01  BB01  BB02  CC29  CC33  CC45  DD03  DD22  DD28  DD29 
　　　　 　　        DD43X DD43Y DD44Y DD89  DD91  DD95  FF15  GG12  GG13  GG28 



(24) JP 2012-195302 A 2012.10.11

【外国語明細書】
2012195302000001.pdf


	biblio-graphic-data
	abstract
	claims
	description
	drawings
	overflow
	foreign-language-body

